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OBJETIVOS: (qué debe saber el alumno al concluir el curso)

Que el estudiante incorpore conocimientos conceptuales, metodoldgicos y actitudinales para el
disefio de circuitos integrados, desarrolle juicio critico y flexible y se familiarice con las
metodologias aplicadas y herramientas utilizadas en el disefio de circuitos integrados.

UBICACION EN LA CARRERA Y CARACTERISTICAS GENERALES :

Asignatura electiva a dictarse en el 10° cuatrimestre, orientada a desarrollar en el estudiante
las competencias necesarias para realizar disefios de circuitos integrados.

MATERIAS RELACIONADAS

Previas: Electronica Il y Digital IlI.

Simultaneas recomendadas: Gestion del Disefio Electrénico. Proyecto de Ingenieria.
Posteriores:

FIRMA PROFESOR FECHA APROB. ESCUELA FECHA

Aprobado en reunién de Consejo Académico de fecha:




CONTENIDO TEMATICO (Ordenar temas utilizando codificacion decimal)

1. Teenologia 'y Disefio de los Cl. Introduccién -a la tecnologia -de fabricacién. Proceso de
fabricacion. Ensamblado y encapsulado, funcion y tipos de encapsulado. Caracterizacion de
materiales y procesos. El transistor MOS. El transistor MOS como interruptor. Médulos basicos
CMOS. Tecnologia CMOS. Procesos tecnolégicos. Reglas de disefio simplificadas.
Caracteristicas eléctricas. Etapas del disefio. Layout de Transistores. Layout de Resistencias.
Layout de Condensadores. Disefio para Matching. Parametrizacion del proceso de disefo.

'2.- Herramientas de disefio. ‘introduccion al uso de herramientas CAD (simuladores, editores de
layout, verificador de reglas, extractor de circuito). Generacion de Layout. Verficacion del

disefio. Simulacion eléctrica. Modelos de dispositivos en SPICE.

3.- Disefio de Circuitos CMOS digitales. Bibliotecas de celdas (celdas y macroceldas, pads).
Puertas l6gicas basicas. Sub-familias CMOS. Elementos parésitos en los circuitos CMOS.
Estimacién de valores de los elementos parasitos. Célculos de retardo. Estimacion del consumo.
Circuitos digitales 'basicos: latches, biestables, Tiipflops, contadores, multiplexores-

demultiplexores, sumadores, celda estética RAM, celda dinamica RAM, .disparador.de Schmitt.

4 .- Disefo de circuitos CMOS analbgicos: amplficadores diferenciales, generadores de tensiones de
referencia, fuentes y .espejos .de comente, amplificador .operacional, amplificador de
transconductancia, buffers, sensores de corriente. Disefio de circuitos mixtos: filtro con
capacidades conmutadas. Distribucion de las sefales de reloj. Lineas de alimentacion y pads.
Precauciones en el disefio. Introduccién al disefio de circuitos de radiofrecuencia.

5.- Perspectivas del disefio de sistemas de muy alta escala de integracion (VLSI). Modelos de
hardware y lenguajes de descripcion de hardware. Herramientas de generacién automatica de
circuitos VLS. -Conceptos-de testabilidad y simulacién de fallos. -Microelectrénica-CMOS -de alta
velocidad.




REGIMEN DE PROMOCION
a) Programacion:

Para promover la asignatura, el alumno debera:

e Aprobar el 100% de los trabajos practicos, en los cuales se evaluara la asistencia, la
realizacion grupal del practico y el desenvolvimiento personal del alumno durante el
trabajo.

e Aprobar las evaluaciones parciales.

o Aprobar una evaluacion integradora.

b) Guia de actividades:

[ En base a 16 semanas de 5 horas cada una

Clases expositivas ~25% (20 horas)
Laboratorio y trabajo grupal ~51% (40 horas)
Exposicién y debate de trabajos ~12% (10 horas)
Evaluaciones ~12% (10 horas
LExtra clase-(un promedio-de cinco horas semanales):
estudio y consulta bibliografia ~ 50% (40 horas)
resolucién de problemas | =~ 40% (32 horas)
preparacion de informes, memorias y exposiciones de trabajos. ~ 10% (8 horas).
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